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M1FL40U
400V1.5A

Single FastRecoveryDiode

■定格表 RATINGS
●絶対最大定格 AbsoluteMaximumRatings（指定のない場合 Tl＝25℃/Unlessotherwisespecified）

Unit：mm
■外観図 OUTLINE
Package：M1F
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Type No.
品名略号

Date code
ロット記号（例）

Control No.
管理番号（例）

Cathode mark
カソードマーク

U00
00

特 長
煙高耐圧
煙超高速スイッチング
煙小型SMD

Feature
煙HighVoltage
煙Ultra-HighRecoverySpeed
煙SmallSMD

単位
Unit

規格値
Ratings

条 件
Conditions

記号
Symbol

項 目
Item

℃－55～175Tstg保存温度
StorageTemperature

℃175Tj接合部温度
OperationJunctionTemperature

V400VRMせん頭逆電圧
MaximumReverseVoltage

A

0.7850Hz正弦波，抵抗負荷，プリント基板実装Ta＝25℃
50Hzsinewave,Resistanceload,Onglass-epoxysubstrateTa=25̊C

Io出力電流
AverageRectifiedForwardCurrent

1.050Hz正弦波，抵抗負荷，アルミナ基板実装Ta＝54℃
50Hzsinewave,Resistanceload,OnaluminasubstrateTa=54̊C

1.550Hz正弦波，抵抗負荷，Tl＝135℃
50Hzsinewave,Resistanceload,Tl=135̊C

1.550Hz正弦波，抵抗負荷，Tc＝139℃
50Hzsinewave,Resistanceload,Tc=139̊C

A
3050Hz正弦波，非繰り返し1サイクルせん頭値，Tj＝25℃

50Hzsinewave,Non-repetitive1cyclepeakvalue,Tj=25̊CIFSMせん頭サージ順電流
PeakSurgeForwardCurrent 90tp＝1ms正弦波，非繰り返し1サイクルせん頭値，Tj＝25℃

tp=1ms50Hzsinewave,Non-repetitive1cyclepeakvalue,Tj=25̊CIFSM1

VMAX 1.2パルス測定
PulsemeasurementIF＝1.0A,VF順電圧

ForwardVoltage

μAMAX 10パルス測定
PulsemeasurementVR＝400V,IR逆電流

ReverseCurrent

nsMAX 25IF＝0.5A,IR＝1.0A,0.25IRtrr逆回復時間
ReverseRecoveryTime

pFTYP 11f＝1MHz,VR＝10VCj接合容量
JunctionCapacitance

℃/W

MAX186接合部・周囲間，プリント基板実装
Junctiontoambient,Onglass-epoxysubstrateθja

熱抵抗
ThermalResistance

MAX108接合部・周囲間，アルミナ基板実装
Junctiontoambient,Onaluminasubstrate

MAX 20接合部・リード間
Junctiontoleadθjl

MAX 18接合部・ケース間
Junctiontocaseθjc

●電気的・熱的特性 ElectricalCharacteristics（指定のない場合 Tl＝25℃/Unlessotherwisespecified）
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■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS
順方向特性
Forward Voltage
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On glass-epoxy substrate

Soldering land２mm
Conductor layer 35μm

Ambient Temperature Ta 〔℃〕
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On alumina substrate

Soldering land２mm
Conductor layer 20μm
Substrate thickness 0.64t
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＊Sinewaveは50Hzで測定しています。
＊50Hzsinewaveisusedformeasurements.


